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3SK297 
シリコン Nチャネルデュアルゲート MOS FET 

RJJ03G0823-0300 
(Previous: ADJ-208-395A) 

Rev.3.00 
2006.02.01 

特長 
• UHF高周波増幅用 
• 低雑音です。 

NF = 1.0 dB typ. (f = 200 MHz) 
• 低電圧動作が可能です。(+B = 5 V) 
 

外観図 

: PLSP0004ZA-A

( : MPAK-4)
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【注】 現品表示マークは「ZP–」です。 

 

本製品は，静電破壊耐量が非常に低いので，取扱い上静電破壊対策を実施してください。 
 

絶対最大定格 
(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 
ドレイン・ソース電圧 VDS 12 V 
ゲート 1・ソース電圧 VG1S ±8 V 
ゲート 2・ソース電圧 VG2S ±8 V 
ドレイン電流 ID 25 mA 
許容チャネル損失 Pch 150 mW 
チャネル温度 Tch 150 °C 
保存温度 Tstg –55 ～ +150 °C 
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電気的特性 
(Ta = 25°C) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 
ドレイン・ソース破壊電圧 V(BR)DSX 12 — — V ID = 200 µA , VG1S = –3 V,  

VG2S = –3 V 
ゲート 1・ソース破壊電圧 V(BR)G1SS ±8 — — V IG1 = ±10 µA, VG2S = VDS = 0 
ゲート 2・ソース破壊電圧 V(BR) G2SS ±8 — — V IG2 = ±10 µA, VG1S = VDS = 0 
ゲート 1遮断電流 IG1SS — — ±100 nA VG1S = ±6 V, VG2S = VDS = 0 
ゲート 2遮断電流 IG2SS — — ±100 nA VG2S = ±6 V, VG1S = VDS = 0 
ドレイン電流 IDS(on) 0.5 — 10 mA VDS = 6 V, VG1S = 0.75 V, VG2S = 3 V
ゲート 1・ソース遮断電圧 VG1S(off) 0 — +1.0 V VDS = 10 V, VG2S = 3 V, ID = 100 µA
ゲート 2・ソース遮断電圧 VG2S(off) 0 — +1.0 V VDS = 10 V, VG1S = 3 V, ID = 100 µA
順伝達アドミタンス |yfs| 16 20 — mS VDS = 6 V, VG2S = 3 V,  

ID = 10 mA, f = 1 kHz 
入力容量 Ciss 2.4 2.9 3.4 pF 
出力容量 Coss 0.8 1.0 1.4 pF 
逆伝達容量 Crss — 0.023 0.04 pF 

VDS = 6 V, VG2S = 3 V,  
ID = 10 mA, f = 1 MHz 

電力利得 PG 22 25 — dB 
雑音指数 NF — 1.0 1.8 dB 

VDS = 6 V, VG2S = 3V,  
ID = 10 mA, f = 200 MHz 

電力利得 PG 12 15 — dB 
雑音指数 NF — 3.2 4.5 dB 

VDS = 6 V, VG2S = 3 V,  
ID = 10 mA, f = 900 MHz 

雑音指数 NF — 2.8 3.5 dB VDS = 6 V, VG2S = 3 V,  
ID = 10 mA, f = 60 MHz 
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主特性 
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Sパラメータ 
(VDS = 6 V, VG2S = 3 V, ID = 10 mA, ZO = 50 Ω) 

S11 S21 S12 S22 
f (MHz) 

MAG. ANG. MAG. ANG. MAG. ANG. MAG. ANG. 
50 0.994 –5.8 2.04 173.6 0.00116 76.9 0.993 –2.2 

100 0.993 –11.0 2.02 167.4 0.00132 85.7 0.993 –4.5 
150 0.986 –16.8 2.00 161.5 0.00229 78.2 0.991 –6.4 
200 0.980 –22.5 1.98 155.5 0.00313 73.5 0.990 –8.5 
250 0.973 –27.8 1.94 149.6 0.00427 68.7 0.987 –10.5 
300 0.950 –33.0 1.90 142.6 0.00473 63.9 0.985 –12.5 
350 0.936 –38.3 1.86 137.1 0.00536 64.3 0.982 –14.4 
400 0.924 –43.4 1.83 131.6 0.00561 64.5 0.979 –16.2 
450 0.912 –48.0 1.77 126.8 0.00562 60.9 0.975 –18.2 
500 0.893 –52.5 1.71 121.0 0.00640 53.5 0.971 –20.2 
550 0.874 –57.3 1.67 115.5 0.00638 49.3 0.967 –22.0 
600 0.859 –62.0 1.64 111.1 0.00647 49.0 0.964 –23.9 
650 0.846 –66.1 1.58 106.7 0.00667 50.2 0.960 –25.8 
700 0.829 –69.8 1.50 102.1 0.00694 49.3 0.955 –27.6 
750 0.810 –74.2 1.46 97.1 0.00661 46.6 0.952 –29.4 
800 0.802 –78.0 1.44 92.7 0.00618 43.7 0.948 –31.2 
850 0.791 –81.6 1.38 88.9 0.00622 44.7 0.944 –33.2 
900 0.778 –84.6 1.34 84.2 0.00615 43.6 0.940 –35.1 
950 0.756 –88.5 1.30 80.2 0.00576 45.1 0.935 –36.8 

1000 0.751 –92.2 1.26 75.9 0.00562 40.7 0.932 –38.5 
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外形寸法図 
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発注型名 
発注型名 梱包数量 梱包形態 

3SK297ZP-TL-E 3000個 φ178 mm リール, 8 mm エンボステーピング 
【注】 各グレード分けについては生産を停止している場合があります。 

ご注文の場合は弊社営業または特約店に生産ステータスをご確認ください。 
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